
適用於充電基礎設施及能源儲存的高性能電力
與絕緣解決方案
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Next-Generation Power & Isolation Solutions: Driving Efficiency in E-Mobility and Energy Storage
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請透過 QR 碼瀏覽高
電壓功率 MOSFET
（藍色）的產品手冊。
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相關資訊可能在未經預告的情況下有所變更。有關重要注意事項及免責聲明，請參閱產品資料表。
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MOSFET :

:  americasales@icemostech.com
:           europesales@icemostech.com
: chinasales@icemostech.com
:                   fumikakuramae@icemostech.com

:

: ramizakaria@icemostech.com  
:  hughgriffin@icemostech.com
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IceMOS Technology Ltd, 
5 Hannahstown Hill, 
Belfast, BT17 0LT
Northern Ireland

IceMOS遍布全球的據點
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高電壓DC-DCSiC/SJ 
MOSFET

三相交流入力

實現高效率與高功率密
度的高壓直流 SiC

MOSFET

三相交流入力

直流快速充電站 電網級儲能系統 充電控制單元固態繼電器中的光電MOS絕緣
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充電控制用微
控制器

光電MOS絕緣屏
障
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光電MOS繼電器（BMS的隔離
與控制）

SJ MOSFETs
(Aux Power Supply)


